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TRANZYSTORY n-p-n
3% BF194 i BF195

Tranzystory krzemowe epiplanarne malej mocy wielkiej

czestotliwo$cei.

S3 przeznaczone do stosowania:

— w stopniach wejsciowych w zakresie fal dilugich, §red-
nich i krotkich w odbiornikach radiowych AM

— w stopniach poéredniej czestotliwo§ci w odbiornikach
radiowych AM/FM

— w_stopniach przemiany czestotliwofci w glowicach
UKF.
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Tranzystor w obudowie plastykowej TM1(CE36)

DANE TECHNICZNE

Wartosci dopuszezalne parametréow eksploatacyjnych

Napigcie kolektor-

-baza Ucro 30 v
Napiecie kolektor-

-emiter Ucgro 20 v
Napiecie emiter-baza  Ugsge 4 v
Prad kolektora Ic 30 mA
Prad bazy Ip 1 mA
Moc calkowita Pyor 160 mW
Temperatura ziacza ty 398 K

(125 °C)
Zakres temperatury
skladowania tstg 208...398 K
(—65...+125 °QC)

15 Elementy péiprzewodnikowe
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SWW 1156-213
TRANZYSTOR BF194

Parametry statyczne

przy tamp = 298K

(25°C) min.
Prad zerowy

kolektor-baza

przy Ucgp =10V
Napigcie przebicia

kolektor-baza .

przy Ig =0,

Ic =10 p,A
Napiecie przebicia

kolektor-emiter

przy Is =0,

Ic =2mA
Napigcie przebicia

emiter-baza

przy Ic =0,
Napigcie state miedzy

bazg a emiterem

przy Ic = 1mA,

UCE =10V
Wsp6lezynnik

wzmocnienia pra-

dowego*

przy Ic = 1mA,

Ucn =10V

typ. maks.

Icmo - = 100 - nA

U(BR)CPG 30 - -— v

U(gg)cm 20 - — v

Usryeao 4 —_ — v

Uss 085 0,7 0,74 V

hl.3 67 —_ 100 —
kl.4 90 —_ 150 —
kL5 140 — 225 —

h 21E

Parametry dynamiczne

przy tamp = 298K
(25°C)
Czestotliwo$é gra-
niczna
przy Ic = 1 mA,
ch = 10 V,
f =100 MHz
Pojemno$é sprzezenia
zwrotnego
przy Ic = 1 mA,
Ucg=10V,
f=1MHz
Stata czasowa sprze-
zenia zwrotnego
przy Ic = 5 mA,
Uceg=10V,
f =50 MHz

min. _typ. maks,

fr 150 300 — ~ MHz

0,65 1 pF

~Croes —

Tbb'Cc —_ —_ 17 ps

- .
* Podzialu na klasy dokonuje sie na zyczenie odbiorcy okreflone
w zamé6wieniu.

v
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Wspélezynnik szuméw Parametry dynamiczne
przy Ic = 1mA,
Uce=10V przy tamp = 298K .
f = 200kHz (25°C) min. typ.  maks.
gg = 2mS ’ F 15 4B Czestotliwosé gra- e
[ - — , — *
przy Ic = 1mA, niczna
Uceg =10V, przy Ic = 1 mA,
f=1MHz Ucg =10V,
gy =15 mS F — 12 — dB f =100 MHz fr 150 250 — MHz
Wsp6lezynnik szuméw POJemr‘ZOéé sprzgzenia
mieszania zwrotnego
przy Ic =1 maA, przy Ic = 1maA,
Ueg =10V, Ucg =10V,
f = 200 kHz, f=1MHz Ciges — 0,65 1 pF
gy = 0,6mS F _ 3 _ 4B Stala czasowa sprzeze-
p:‘zy I,c =1mA e nia zwrotnego
Uce=10V, przy Ic = 5maA,
{f=1MHz, Ucg=10V,
gg = 1,2mS F¢ — 2 _ dB f = 50 MHz o0 Ce — —_ 11 ps
Konduktancja ' . Wspbtezynnik szumow
wejdciowa przy Ic = 1 mA,
Ucg =10V
przy Ic = 1mA, ,
Uck =c10 v f = 100 MHz
f =500 kHz Gile _ 0,35 _ mS ’gg =10 ms . F —_ 4 — dB
przy Ic = 1mA - Konduktancja
Uceg=10V ’ wejsciowa
f = 10 MHz O1te — 0,4 — mS ngyzlcl[):Vl maA,
Konduktancja iE H’
wyjsciowa f =100 MHz [0 — 32 — mS
przy Ic = 1mA, Susceptancja
Ueg=10V , wejsciowa - ‘
f =500 kHz Gase — 4 — uS Iz]l"ZY:TclO:Vl mA,
przy Ic = 1maA, : CE ,
Ucg = 10V f =100 MHz b1 — 2 . mS
§=10 MHz, Gone s — s Pojemno$¢ wejsciowa
przy Ic = 1 mA,
‘ ’ UCE =10 V,
TRANZYSTOR BF19 § =100 MHz —~Cup — 3 . pF

Admitancja przenosze-

Parametry statyczne
: nia w przéd (modut)

przy tamv = 298K przy Ic = 1 mA,
(25°C) min. _typ. _maks. Uce =10V,
Prad zerowy kolek- “f = 100 MHz [Yeoro| — 32 —. mS
tor-baza Faza admitancji prze-
przy Ucso =10V Icno - - 100 nA noszenia w przéd =
Napiecie przebicia ’ przy Ic = 1 mA
kolektor-baza Uce =10V ,
przy Ig= 0- = 100 MHz Po1b —_ 150 - o
Ic=10pA Usr)cBo 30 — - Vv Konduktancja
Napiecie przebicia ) wyjéciowa
kolektor-emiter przy Ic = 1 mA
przy Is =0, . Ucg=10V,
Ic'= 2 mA » Usryceo 20 - -V = 100 MHz Gasb —. 80 — uS
Napiecie przebicia Susceptancja
ennter-b_aza . . wyjsciowa
przy Ic =0, przy Ic = 1mA,
Ig=10pA U(sryEB0 5 — -V Ucg=10V,
Napigcie stale miedzy = 100 MHz besb - 700 — pS
bazg a emiterem : Pojemnosé wyisciowa
przy Ic = 1 mA, . przy Ic = 1mA,
Uce=10V Use 065 07 074 V —~Uce=10V,
Wspélczqulf ‘ f =100 MHz Cesp - 12 — pF
wzmocnienia pra- . Konduktancja
dowego* wejSciowa
przy Ic = 1mA, © przy Ic =1mA,
ch: =10V hzu‘: kl.2 35 —_— 70 — _UCE =10V
kl.3 60 — 100 — f = 500 kHz Gite — 055 — mS
kL4 90 — 125 — . przy Ic = 1maA,
Ucg=10V,

s e —— .
*"Podziatu na klasy dokonuje si¢ na Zyczenie odbiorcy okreslone
w zaméwieniu,

f=10MHz Jue — 06 — mS
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Konduktancja
wyjSciowa
przy Ic = 1mA,
Ucg=10V,
f = 500 kHz Js0e — 2 _ usS
przy Ic = 1 mA,
UCE =10 V,
f= 10 MHz Uage — 3 —_ MS
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Charakterystyka wyjsciowa Ic =f (Ucg); Is — pa-
rametr
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Charakterystyka wyj$ciowa Ic = f(Ucs); I — pa-
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Charakterystyka wej§ciowa Is = f (Upg); Uce — pa-
rametr
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Zalezno§¢ wspolczynnika

=f®

. rorma 1
Gsopt
BF 195
s Ugg = 10 ,/
£ Ip = 1ma /
[[{H] famp = 25°C 4
/.
/.
y 4
LA
Gsopt__t> A
-
2
, —_
0
, 0 00 f[Muz] 1000

szumbéw i optymalnej
konduktancji zrédia od czestotliwo§ci F; Gsopt =

PRODUCENT

| NITRA
] UNTER

‘NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM
POEPRZEWODNIKOW ,,TEWA”

ul. Komarowa 5

02-675 Warszawa

Telefon: 431431

Teleks: 813219
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DYSTRYBUTOR

l'[.TI UNITRA
UNIZET

BIURO ZBYTU SPRZETU

TELERADIOTECHNICZNEGO

ul. Nowogrodzka 50

00-695 Warszawa

Telefony: 289411, 286471
Teleks: 813435
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